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Introdugio Fabricacdo : Caracterizacio
Fotodiodos sio dispositivos semicondutores que produzem uma X X X X X
Partindo de um wafer de InGaAs crescido . Terminada a fabricagdo, antes de se fazer as microssoldas, os
resposta elétrica, na forma de corrente ou tensdo, quando expostos a L L. 3 e s
sobre InP via técnica de MOCVD, a fabricagéo - -, fotodiodos passaram por processo de caracterizagdo elétrica e

luz. Neste trabalho foram fabricados arranjos lineares de fotodiodos

dos sensores prosseguiu utilizando-se etapas de Optica. Na primeira, mediram-se curvas de corrente por tensao dos

para aplicagdo no infravermelho préximo em torno de 1,5 pum devido . . . Ll
corrosdo, deposigdo de filmes dielétricos e I dispositivos com ¢ sem luz. Ja na segunda, verificou-se qual a
4 sua importincia na drea de telecomunicagdes e a transparéncia L ~ Wita I
metalizagdo para formagdo dos contatos. Para — resposta que os fotodiodos davam em fungdo do comprimento de
dessa radiag@o ao se propagar pelo ar. Pode-se também utilizar estes - . . . Il
cada etapa utilizou-se uma mdscara litografica s onda que incidia sobre eles.
arranjos para medir a distribuigdo espacial da radiagao . . R Resposta elé tica
diferente seguindo a ordem em que sdo ey
cletromagnética. Utilizando-se um elemento dispersivo, que cria — diodo 7 comluz
apresentadas na figura ao lado. Figura 5 — Conjunto de mascaras utilizadas. Fabrica¢io das mesas ~— digda seni LiZ. e
diodo 6 com luz
uma separagdo espacial dependente do comprimento de onda da ——
(rosa); Remocgdo de nitreto de silicio para metalizagio (azul); diodo 5 comluz 8.000
emissdo, ¢ possivel fabricar um espectrometro. Neste trabalho z :‘“:f o :“z
T — diodo 4 com luz
metalizagio (amarelo). £ | —ieatsanits 6.000
apresentamos o projeto, simulagdo, fabricagdo e caracterizagdo de £ | —dodo3comuz
] diodo 3 sem uz it
- . . £ diodo 2 com iz
um arranjo linear com 7 fotodiodos de InGaAs para uma avaliacdo o dlodo 2 sem iz
diodo 1 com iz 2.000
il . . diodo 1 sem iz
Simulacio SR 00
45 20 -5 -0 05 0 05 10 15 20
Primeiramente simulou-se os comportamentos elétrico e dptico §
Voltagem (V)
de fotodiodos através da suite de programas Silvaco TCAD.
Figura 6 — Fotodiodo com area da camada anti-refletora isolada Figura 10 — Corrente x Tensao

(retingulo azul mlemoarelao branca) Responsividade relativa: A utilizacgdo de valores absolutos de

responsividade (em A/W) necessitaria de uma investigagao mais profunda.

Os diodos 2 e 7, apesar de possuirem resposta relativa semelhante aos

demais, apresentaram fotocorrente muito baixa de modo que o ruido

apresentou-se consideravel em relagdo as curvas e por isso niao foram
Figura 1 — Fotodiodo de InGaAs sobre substrato de InP (disposi¢do

plotados no gréfico.
das camadas)
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— Figura 8 — Fotodiodo pronto (logo apés receber camada de metal e 00
Figura 2 - Diagrama de bandas ter o fotoresiste removido) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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o Considerando o objetivo de utilizar o arranjo linear de sete Comprimento de onda (nm)
. igura 11 — Responsividade relativa x Comprimento de onda
fotodiodos fora de bancadas, colocou-se a amostra em uma placa de & P P
alumina e seus contatos foram soldados a trilhas da mesma via
e microssoldas de ouro para facilitar o acesso aos fotodetectores.
Conclusio
O desenvolvimento de dispositivos  optoeletronicos  como
fotodiodos consiste em trés partes: simulagao, fabricagao ¢
caracterizagio.
As curvas experimentais estiveram em conformidade com as
simuladas. Em ambas podemos observar o pico de resposta em tomo
de 1,5um obtendo uma queda aproximadamente linear para
comprimentos de onda menores que 1.4pm e abrupta quando
Figura 4 — Corrente de catodo (fotocorrente) x Comprimento de maiores que 1,6pm.

shde Figura 9 — Amanjo de fotodiodos na placa de alumina
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